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次世代リチウムイオン二次電池負極材料に適した無機バインダの開発
（金属表面処理研究部　表面化学研究室）

電気自動車（EV）の普及促進のためには二次電池の性能向上が不可欠であり、世界中で技術
開発競争が加速しています。シリコンは高容量で、安全性が高く、作動温度が広いことから次世
代リチウムイオン電池用の負極材料として着目されていますが、サイクル特性（繰返し寿命）が
乏しいことが問題でした。
当研究所では、企業とともに機械的強度に優れる無機バインダを開発し、シリコン負極のサイ
クル特性の大幅な向上に成功しました。開発したバインダは150℃以下の熱処理で十分機能する
ため、現行の電極作製プロセスとの親和性も良く、早期の実用化が期待できます。
※本研究成果は、電池討
論会などで講演発表。
電気化学会電池技術委
員会賞、近畿化学協会
化学技術賞を受賞。

エレクトロニクスのさらなる性能向上が求められるなか、強磁性半導体を活用することで、電
子の電荷とスピンの自由度を同時に利用する「スピントロニクス」の開拓が試みられています。
当研究所では、量産時の低コスト化が図れるスパッタ法によって、室温で強磁性を示す強磁性
半導体（Ti,Co）O２薄膜を開発しました。開発した薄膜に対して室温でホール効果を測定したと
ころ、流れているキャリアがスピン偏極していたり、キャリア密度が小さくなるとスピン偏極も
小さくなったりすることなどが、グラフ上にヒステリシスとして表れており、強磁性半導体の特
徴が確認できました。さらに、高周波技術を利用して強磁性を操作、評価する手法の開発にも取
り組んでいます。
※本研究成果は、応用物理学会、日本表面真空学会で講演発表。

スパッタ法による強磁性半導体薄膜の開発
（電子・機械システム研究部　電子デバイス研究室）

　

無機バインダを用いたSi負極のサイクル特性

開発した無機バインダ

強磁性の特徴である
異常ホール効果を
室温で観測している
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n～ 9.9 x 1019cm-3
μ～ 5.5 cm2/Vs ρHの磁場依存性に

ヒステリシスがみられる
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